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« deplet. plast do 5 mm
(celoten detekt. lahko deplet.)

* obcutljivost na vidno svetlobo (2 eV- 4 eV)

» dobra energ. resolucija (Fano faktor)

* o, spektroskopija

Counts/Channel (relative)

FWHM 255 keV

E, =4.768 MeV

%
/ 0.174 __/28

234 (2.5 x 10°y)

0.3%

230 Th

e
E, =4.717 MeV
.

]

‘\

| / 72%
* 1 0.053
ot —

Relative Channel Number

Fig. 4.6. Typical Alpha Spectrum from ***U Showing Alphas
from the Two States in #'Th.

o¢/E ~10 keV/4,8 MeV ~ 0,2%



7 detektorjev
(za mehke
rentgenske Zarke)

Si(Li) Stevci

* kompenziran polprevodnik;

* debelina kompenzirane plasti
lahko 10 mm - 15 mm, podobne
lastnosti kot depletirana plast
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FTED SILICON DETECTORS

SI(LI) stevci B spekter (T;=0,5 MeV)

v odvisnosti
od debeline detektorja

 potrebno hlajenje - tekoci dusik
(velika debelina komp. plasti - velik
termicni Sum; preprecevanje dodatne
difuzije Li ionov)

* detekcija mehkih rentgenskih zarkov

* B spektroskopija, Tg ~ 0,15 MeV - 5 MeV
(zadostna debelina detektorja, majhen Z -
malo povratnega sipanja)
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Ge(Li) Stevci

7]

— i-tip

7 Q-tip Ge

Pl

* hlajenje (E,®¢, Li ioni)

o¢/E= V(FwW/E)

w(Ge, 77 K) =3 eV
F~0,15

6¢(E=1 MeV)=0.7 keV

o X2 zaradi prispevkov
termi¢nega Suma,
elektronike,...

*velika aktivna prostornina detekt. P
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Pozicijsko obcutljivi Si detektor;ji
mikropasovni detektor (Si microstrip detectors)

20 pum - 100 pm
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+ 300 um
(priV, =160V
popolnoma
depletiran)
n+
* princip delovanja podoben VZPK segme.ntacija L .
» zadosca branje vsakega 2-3 pasu pasovi v pravokotni smeri
* majhna debelina = 2-dim pozicijska informacija
(sledilni det., ne meritev E)
« celoten depletiran, velika Double sided silicon strip detectors

hitrost zbiranja naboja DSSD



Dvostranski Si pasovni detektor

n* stran tudi segmentirana
(kot p* pasovi)
v pravokotni smeri glede na p*

Belle




Dvostranski Si pasovni
detektor Belle

R-Phi Impact Parameter Resolution (Real Data)
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Dvostranski Si pasovni
detektor Delphi
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CCD
(Charged Coupled Device)

sestava:

High Resolution Electronic Particle Detectors
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CCD
(Charged Coupled Device)

ekvipotencialne ploskve:

Branje signala:

—
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pontencialnih o

sTOP
votlinah

Z izmenicnim spreminjanjem
nap. na elektrodah ujete e
pomikamo proti koncu det.



CCD
(Charged Coupled Device)

Large Synoptic Survey Telescope (LSST)
being built in Chile

The Camera Design Overview






